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IH2657 Design av
nanohalvledarkomponenter
7.5 hp

Design of Nano Semiconductor Devices

Nar kurs inte langre ges har student mojlighet att examineras under ytterligare tva lasar.

Faststallande

Kursplanen giller fran och med VT 2022 enligt skolchefsbeslut: J-2021-1837.Beslutsdatum:
2021-10-14

Betygsskala
ABCD,E FX,F

Utbildningsniva

Avancerad niva

Huvudomraden
Elektroteknik

Sarskild behorighet

Kunskaper inom kiselbaserade halvledarkomponenter, 7,5 hp, motsvarande slutférd kurs
IH1611.
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Undervisningssprak

Undervisningssprak anges i kurstillfallesinformationen i kurs- och programkatalogen.

Larandemal

Efter godkiand kurs ska studenten kunna

« beskriva egenskaper och begransningar hos en MOSFET transistor i en avancerad CMOS
teknologinod

« redogora for en metodisk kretsdesign i nanometer CMOS teknologi som tar hansyn till
effektforbrukning, robusthet, designregler, variationer i komponentprestanda, m.m.

« motivera behovet av nya komponent- och kretstopologier inklusive 3D-byggsatt

« ge exempel pad komponenter och material som ar lampliga for att ersitta eller komplettera
kiselbaserad CMOS eller laddningsbaserade minnen exempelvis for 1dga matningsspan-
ningar eller lageffekttillampningar

« anvanda fysikalisk och kompakt modellering for att designa komponenter med onskvarda
egenskaper motsvarande en kommande teknologinod

« kritiskt analysera och diskutera forskningspublikationer med avseende pa relevansen for
teknikutveckling inom komponentomradet

« diskutera avancerad halvledartillverkning ur ett hdllbarhetsperspektiv med fokus pa
energiatgang och andra dndliga resurser och ravaror.

Kursinnehall

Den har kursen handlar om den viktigaste komponenten i alla integrerade kretsar - MOS-
FET-transistorn som tillverkas i kisel med nanometerdimensioner. Fokus ar pa lageffekt

CMOS-teknologi.
Kursens huvudsakliga innehall:

« Grundlaggande fysik for MOS-systemet och formulering av approximativa strom-span-
ningsrelationer for MOS-transistorn. Kompakta fysikbaserade modeller for kretssimu-
leringar. Modellering av extremfall i tillverkningsprocessen s.k. ’process corners’.

« Skalningsteori och teknologinoder for CMOS teknologi

» Moderna CMOS komponenttopologier, SOI och FinFET, 3D-strukturer inklusive
‘nanowire/sheet’

« Effektforbrukning, 6verhorning och skalning av ledare/kopplingar s.k. ’interconnect’

» Minnesteknologier, laddningsbaserade, resistiva eller baserade pa andra fysikaliska
principer

« Nya teknologier och tillimpningar som exempelvis spinntronik, 2D-material och 3D-byg-
gsatt

« Kretsdesign for nano-meter CMOS, ASIC, FPGA, designregler, robusthet, testning, tillfor-
litlighet, felanalys, variabilitet pA komponent-, chip- och waferniva
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Examination

« LAB1 - Datorlaborationer och hemuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
« TEN1 - Muntlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat pa rekommendation fran KTH:s handlaggare av stod till stu-

denter med funktionsnedsattning, om eventuell anpassad examination for studenter med
dokumenterad, varaktig funktionsnedsattning.

Examinator far medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Den tidigare provmodulen ANN1 ersatts av TEN1 och LAB1.

Etiskt forhallningssatt

« Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar for gruppens arbete.

« Vid examination ska varje student arligt redovisa hjalp som erhallits och kallor som
anvants.

« Vid muntlig examination ska varje student kunna redogora for hela uppgiften och hela
I6sningen.
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